




















专利名称(译) 超声换能器和超声诊断设备

公开(公告)号 US8512251 公开(公告)日 2013-08-20

申请号 US13/614168 申请日 2012-09-13

[标]申请(专利权)人(译) 松本哉
WAKABAYASHI克洋
HIRAOKA金
KARAKI和久
长谷川MAMORU
吉田聪

申请(专利权)人(译) 松本哉
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HIRAOKA，金
KARAKI，和久
长谷川，MAMORU
吉田聪

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯医疗系统股份有限公司.
OLYMPUS CORPORATION

[标]发明人 MATSUMOTO KAZUYA
WAKABAYASHI KATSUHIRO
HIRAOKA JIN
KARAKI KAZUHISA
HASEGAWA MAMORU
YOSHIDA SATOSHI

发明人 MATSUMOTO, KAZUYA
WAKABAYASHI, KATSUHIRO
HIRAOKA, JIN
KARAKI, KAZUHISA
HASEGAWA, MAMORU
YOSHIDA, SATOSHI

IPC分类号 A61B8/12

CPC分类号 A61B8/12 A61B8/445 B06B1/0292 A61B8/4494

代理机构(译) 斯卡利SCOTT，墨菲和压脚，P.C.

审查员(译) JUNG，UNSU

优先权 2011066482 2011-03-24 JP

其他公开文献 US20130018269A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声换能器包括基板和下电极层，下绝缘层，上绝缘层和上电极层。下绝缘层和上绝缘层布置成经由气隙部分彼此相对。上绝缘层
和下绝缘层的材料和厚度不同，并且满足下面的等式1。在等式1中，K1表示下绝缘层的相对介电常数，K2表示上绝缘层的相对介
电常数，T1表示下绝缘层的厚度，T2表示上绝缘层的厚度，ρ1（x）表示下绝缘层中的电荷密度分布，ρ2（y）表示上绝缘层中的
电荷密度分布。 1K1∫0T1x×ρ1(x)x=1K2∫0T2y×ρ2(y)y(Equation1)
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